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【はじめに】  

我々は、これまでに有機半導体層と金属酸化物半導体層を組み合わせたボトムゲート・トップ

コンタクト型の電界効果トランジスタを作製した 1,2)。金属酸化物半導体層（アルミニウムをドー

プした酸化亜鉛、AZO）はゲート絶縁膜に接し、有機半導体層に覆われていた。この素子を電流

注入発光させると、正孔または電子注入電極を含むその近傍のチャネル領域から強い発光が観測

された 1,2)。今回、AZO がゲート絶縁膜に接していないトップゲート・トップコンタクト型の素子

を作製したので報告する。 

【実 験】 

2 mm 角の AZO 層の乗った石英基板を準備し、AZO 層を覆うように BP3T (Fig. 1) を真空蒸着

した。BP3T 層上にマスクとして金属ワイヤーを張り、各々異なる位置から Mg と Ag の合金層と

Ag 層、Au 層を順次真空蒸着した。ゲート絶縁膜としてパリレン C®を堆積した後、Au をゲート

電極として蒸着して素子を完成した (Fig. 2)。素子の電流－電

圧特性および電流注入発光を観測した。 

【結 果】 

Fig. 3 は、MgAg 電極（Fig. 2 の右側の電極）をソース電極

として接地し、ゲート電極に 0 から−80 V まで電圧を印加しつ

つ、Au 電極（ドレイン電極）に 8 から−8 V までの電圧を印加

したときのドレイン電流を測定した結果である。ドレイン電

圧が負の領域で、ゲート電圧の大きさの増加に伴い、電流の

大きさが増加した。ゲート電圧が 0 V のときの値から差し引

いた電流値を用いて移動度を算出すると 122 cm2/Vs になった。 

素子の Au 電極に 3 V、MgAg 電極に−3 V 印加したとき、ピ

ーク波長 568 nm の電流注入発光を示した。10 V 以下の印加電

圧で、1 秒当たり約 140 counts の発光強度を得た。 
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Fig. 1. Structural formula of BP3T.
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Fig. 2. Schematic diagram of the 
device  
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Fig. 3. Output characteristics of 
the device.  
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